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Amplificateur vidéofréquence.

@ Amplificateur vidéo comportant quaire étages d'amplifica-

tion 2, 3, 4 et 5, un circuit d'alignement en sortie 6 et une-

liaison coaxiale 7 a la charge capacitive 8 du systéme de
visualisation.

L'amplificateur de tension 3 est constitud de deux étages
symétriques & contre-réaction de courant montés en opposi-
tion, chacun desdits étages comportant trois transistors MOS
24, 25, 26 montés en série pour permettre le fonctionnement
sous des tensions élevées.

Le préamplificateur de courant 4 de type push-pull symé-
trique se trouve réduit & une paire de transistors MOS 38 et
38’ par une disposition particuliére permettant son alimentation
a partir de I'étage final.

L'amplificateur de courant 5 également de type push-pull
symétrique est constitué dans chacune de ses branches par un

assemblage en paralléle de deux groupes de transistors MOS,

chaque groupe comportant frois transistors montés en série 44
3 49,

Un pont de répartition de tensions symétriques 31, com-
pensé en fréquence, assure I'équilibrage des puissances entre
chacun des composants actifs de I'étage amplificateur de
courant.

Application

: récepteurs de télévision.
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AMPLIFICATEUR VIDEOFREQUENCE.

L'invention concerne un amplificateur vidéofré-
quence appliquant & une charge capacitive un signal de sortie
vidéo de grande amplitude obtenu & partir d'une source vidéo
suivie d'étages préamplificateur et amplificateu: de'tension,
préamplificateur et-amplificateur de courant,

Cet amplificéteur constitue le maillon terminal
de la chaine de traitement vidéo d'un systeme de visualisation.
Sa dynamique de sortie (140 V) et la valeur de sa charge capaci-
tive (250 a 700 pF) influent sur le dimensionnement des étageé
de puissance, le principe de fonctionnement resfént inchangé. -
Par ailleurs 1'utilisation de standards dits & haute réselution
hécessite des bandes passantes étendues a 15 MHz,'Qoirq & 20 et
30 MHz pour des systzmes plus performants; ’ .

Un grand nombre de composants bipolaires haute fré-
quence permet la réalisation de fagon connue de 1'étage préampli-
ficateur de tension QUi fonctionne & basse tension et & faibles
courants. Pour les autres étages fonctionnant sous des tensions
de 1l'ordre de 180 V avec des courants de 0,4 A moyen et 1,5 A
créte, des composants de puissance doivent é&tre recherchés.,

La technologie des cohposantsrbipblaires ne permet
pas de répondre au probléme en ce qui concerne les caractéris-
tiques de commutation : temps de montée et de-descenfe\tropr
longs, temps de retard et de stockage ihportants et tres diffé-
rents ne permettant pas leur utilisation dans un montage de ty- -
pe push-pull ; d'autre part leur sensibilité au phénoméne de
second claquage proscrit leur utilisation dans 1'application
présente. ' )

Le but de 1'invention est de proposer une réaliga-
tion de 1'étage amplificateur de tension et des'étages'de puis-
sance amplificateurs de courant utilisant des composants obte-
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nus par une technologie différente et agencés de manidre 2
pouvoir fonctionner sous des tensions élevées tout en restan{
insensibles au phénoméne de second claquage,

_ Conformément a 1'invention, ledit étage amplifi-
cateur de tension de structure symétrique et constitué d'un
premier étage et d'un deuxiéme étage 2 contre-réaction de,
courant montés en opposition comporte dans chacun desdits
premier et deuxidme étages des composants actifs complémen-
taires de ceux de 1l'autre étage et assemblés en série pour
permettre le fonctionnement sous les tensions élevées impo- -
sées par l'amplitude dudit signal vidéo de sortie, lesdits
étages préamplificateur et amplificateur de courant étant de
type push-pull symétrique et 1l'étage amplifidateur COmpoT-
tantrégalement dans chacune de ses branches un assemblage de
strucﬁure série de composants actifs complémentaires de ceux-
de l'autre branche, lesdits assemblages de composants éptifs
étant élimentés par une premiére source de.tension continue,
la sortie dudit étage amplificateur de tension et 1'entrée
dudit é&tage pféamplificateur de courant étant interconnectées
sﬁr 1a prise médiane d'un pent de répartition de tensions sy-
métrique, compensé en Fréquence et alimenté par une seconde
source de tensioﬁ continue, les prises féparties sur ledit
ponf étant relides 3 des électrodes de commande des combo-
sants actif's dudit étage amplificateur de courant de faéon a
assurer 1'équilibrage des tensions entre chacun desdits com-
posants .actifs, ledit étage préamplificateur de courant étant
alimenté par deux potentiels pris en deux points intermédiai-
res symétriques sur le trajet du courant circulant dans les
branches de 1'étage amplificateur de courant.

Les composants de technologie MOS de puissance &
canal de type de conduction n et p présentent des caractéris-
tiques intéressantes : tensions de claquage élevées (de 90 V
3 350 V), capacités de dissipation et de courant importantes
de 1l'ordre de quelques ampdres et temps de commutation parti-

culiérement courts de 1'ordre de quelques nanosecondes pour
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les plus rapides, .

De plus, ces composants ont la particularité de
ne pas présenter de phénomdnes de “"second claquage".

En contrepartie, les inconvénients inhérents & ces
composants sont les suivants : capacités 1nterélectrodes

d'autant plus élevées que le composant accepte des ten810ns
et courants importants ce qui redu:.t d'autant plus les vi-
tesses de commutation, dissipation thermique limitée pour les
versions les plus rapides.

Le choix final résulte d'un compromis entre ces
différents paramdtres oy la vitesse de commutatioh; prédomi-
nante pour la bande passante, doit &tre pr1v11ég1ée des
lors les tensions acceptables sont limitées 2 90 V et les
courants a 3 A,

En conséquence les assemblages élaborés de struc-
ture série dans les branches symetrlques des étages amplifi-
cateurs de tension et de courant sont nécessaires pour .permet-
tre le fonctionnement sous les tensions requises. La mise en
série des composants présente d'autre part les avantages sui-
Qants ¢ répartition des puissances entre chacun d'eux, réduc-
tion de 1l'influence des capacités interélectrodes qui se ‘
trouvent connectées en série. En contrepartie la répartition
des tensions doit &tre assurée par un atténuateur compensé,
donc présentant une composante capacitive non negllgeable.

. La description suivante en regard duo dessin .an-
nexé le tout donné a titre d'exemple, fera bien comprendre
comment 1'invention peut &tre réalisée.

La figure unique représente le schéma complet
de 1'amplificateur vidéo dont les étages amplificateur de
tension, préamplificateur et amplificateur de courant sont -
réalisés conformément & 1'invention. ,

Cet amplificateur comporte, & partir d'une sour-
ce vidéo positive appliquée & sa borne d'entrée'l, un étage -
préamplificateur de tension 2, un étage amplificateur de ten-
sion 3, un étage préamplificateur de courant 45 un étage am-
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4
plificateur de courant 5, un circuit d'alignement en sortie 6
et une liaison coaxiale 7 & la charge capacitive du 51gnal de
v1suallsat10n représentée par le condensateur 8.

L*entrée de 1'étage préamplificateur de. tension
adaptée sur une impédance 9 de valeur normalisée (75 ohms)
accepte le signal vidéo de valeur 0,7 volt comportanttles'pa-
liers d'alignement d'amplitude normalisée (ces caréctéris-
tiques pouvant évoluer aisément pour remplir des contraintes
différentes).

Le circuit d'alignement en entrée 10 est consti-
tué par un condensateur de liaison 11 et par une diode 12
dont 1'anode est portée au potentiel positif'vpl d*une source
de tension continue permettant la polarisation de 1'étage. Une
borne du condensateur 11 est relide & la borne d'entrée 1 par
liaison directe et 2 la masse & travers 1'impédance d'entrée
9, l'autre borne dudit condensateur &tant connectée & 1% ca-
thode de la diode 12.

Le point commun au condensateur 11 et & la diode
12 est relié & la base d'un transistor 13 de type NPN dont le
collecteur est connecté 2 la baée dfun transistor 14 de type

" PNP. Cet étage est alimenté pér une source de tension conti-

nue a "basse tension™ de valeur 35 volts appliquée entre la
masse et une borne V;, celle-ci étant relide au collecteur
du transistor 13 & travers une résistance de polarisation 15
et & 1'émetteur du transistor 14 3 travers une autre résistan-
ce derpolarisation 16. L'émetteur du transistor 13 est connec-
té & la sortie de 1'étage sur le collecteur du transistor 14
a tra&ers une résistance 17 de valeur R1 et & la masse & tra-
vers une résistance 18 de valeur Rze

Le dispositif est nen inverseur et le gain de
1l'étage de valeur 17 est déterminé par le rapport RI/RZ pour
une excursicn de tension minimale de 15 volts.

L'étage amplificateur de tension 3 se caractérise
par une importante dynamique de sortie (140 volts m1n1mum).

La charge de cet ampllflcateur présentant une composante capa-
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citive non négligeable, une structure symétrique 2 basse im-
pédance de sortie s'impose. Cette strﬁctﬁre est constituée
par un premier étage et par ﬁn deﬁxiéme étage a contre-réac-
tion de courant montés en opposition., 7'

Conformément a l'in&enfion, le premier étage 2
contre-réaction de courant est attaqué par un circﬁit inter-
médiaire d'alignement connecté 3 la sortie de 1'étage préam-
plificateur de tensicn a traVers le condensateur de liaison
19 et constitué de méme qﬁe le Eircuit d'alignement en entrée
par une diode 20 et une source de tension de polérisation
positi&e UpZ' pé premier étage comporte }

- un étage suiveur constitué par un transistor MOS & canal n
21 dont la grille est couplée par une Tésistance d'entrée
22 audit circuit intermédiaire d‘'alignement, dont le drain
est relié & la borne V'™ d'une source de tension d'alimen-
tation econtinue & "haute tension" et dont la source est re-
liée & une borne d'une impédance de couplage.d'entrée-ZB de
valeur Ze'

- un assemblage de trois transistors MOS & canal p montés en
série, la grille du premier transistor 24 étant relide a
1'autre borne de l'impédénce 23, les grilles du premier
transistor 24, du deuxi®me transistor 25 et du troisidme
transistor 26 étant interconnectées & travers une premigre
impédance de réaction 27 de Qaledr Zrl et uné deuxigme im-
pédance de réaction 28 de valeur L.,y la grille et le drain
du troisidme transistor 26 étant reliés 3 travers une troi-
sieéme impédance de rééction 29 de valeur.‘vzr3 s la soﬁrce 7
du premier transistor 24 est relide 2 la b'orner\!+ d'une
aﬁtre source de tension d'alimentation coptinue a "haute
tension" 3 travers ﬁne impédance 30 et le drain du troisig-
me transistor 26 est connecté 3 la sortie de 1tétage ampli-

- ficateur de tension. ' ' o

Le deuxieme étage'symétrique du premier et ali-
menté & partir des bornes de tension V™ et V7~ desdites

sources de tension d'alimentation continue a "haute tension
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comporte des transistors MOS complémentaires de ceux du pre-
mier étage. Chaqﬁe élément dﬁ deﬁxiéme étage est référencé au
moyen du méme nombre que son homologue du premier étage affec-
té du signe‘" ' ", Les sources de tension d'alimentation con-
tinue prises entre les bornes V¥ et V“'d'ﬁne part, et v et
V™" drautre part ont pour valeurs respecti&es 180 volis et
210 volts. , 7 :

L'assemblage formé par les transistors 24, 25 et
26 et par les impédénces 23, 27, 28 et 29 constitue un ampli-
ficateur opérationnel dont le gain est déterminé par le rap-
port entre la somme des impédances de réaction 27, 28, 29 et

l'impédance de couplage d'entrée 23. Chaque étage symétrique

de 1'autre a une méme valeur de gain puisque les composants

homologues sont identiques. On suppose ici que les valeurs
des éléments sont telles qu les paramdtres propres des
transistors MOS 21; 24, 25 et 26 peﬁvent étie<négligés$>Da
point de vue dynamique, le montage est assimilé a déux ampli-

ficateurs en parallgle dont la résultante a le gain commun

z 1+ Zr2 + Z 3
--L L2 et 1t*impédance de sortie la moitié de 1'im-
V4
e

pédance de sortie de chacun des amplificéteuss pris séparé-
ment. Cet étage amplificateur de tension comporte deux en-

trées, a travers les impédances de méme valeur 23 et 23", qui

~ doivent 8tre attaquées par des tensions égales et en phase.

Les impédances 27, 28, 29 et leurs homologues assurent égale-
ment la di&isioh de la tension de sortie par rapport & cha-
cune des alimentations V' et V=. Afin de pouvoir maitriser

le gain dans une large gamme de fréqdenceg les impédances de
valeurs Ze, Zrl’ Zr2"zr3 doivent rester faibles deVant les
impédances qui résultent des capacités interélectrodes des
transistors MOS 24, 25 et 26 : capacités grilles-drains qui
modifient le gain en tension aux fréquences élevées (réseau
RC paralizle et effet Miller), capacités drains-sources qui
augmentent la charge capacitive et constituent avec les im-

pédances 27, 28, 29 et leurs homologues la charge de 1'ampli-
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ficateur, Il en résulte une fréquence de coupure de la charge
fixant la limite du fonctlonnement résistif de l'amplificatewr
au-deld de laquelle le courant dépend de la fréquence,

Compte tenu du gain en tension souhaité (- 12),
les impédances 23 et 23' sont des résistances pures.de faible
valeur (qﬁelques dizaines d'ohms), ce qui est incompééiblg
avec 1'étage préamplifidatedr de tension. En conséquence les
étages sui&eurs constitués par les transistors 21 et 21°' sur
chacune des entrées assurent une haute impédance et facili-
tent donc 1la polérisation "en continu”. lLes liaisons aQec le-
dit étage préamplificateur sont obligatoirement ecapacitives
(décalage des niveaux continus), Les deux circuits de polari-
sation sur chacune des entrées (diodes 20 et 20°, tensions de
polarisation sz et v* 2) permettent de régler le point de
fonctionnement de l'etage amplificateur : courant I dans
1'ensemble des transvstors MOS (24 ... 26%) au repos et® ten-
sion de sortie.

Des réseaux complexes constitués par les impé-
dances 30 et 30' disposées dans les sources des transistors
A-et 24° respectivement assurent d'ﬁne part l? stabilité du
point dé fonctionnement et d'autre part une compensation du
gain en courant aux fréquences élevées.

La sortie de 1'étage amplificateur de tension est
reliée & 1'entrée de 1'étage préamplificateur de coﬁraht et a

-1la borne médiane d'un pont de répartition de tensions 31

ayant pour rble d'assurer 1'équilibrage des tensions et donc
des puissances entre chacun des composants actifs de l"éfage
final de puissance. Ce pont de répartition comporte, dispo-
sées en série entre les bornes d'alimentation V' et V™~
résistances de méme Qaleﬁr 32, 33, 34, 34, 33' et 327 shun-
tées respectivement par les condensateurs de valeﬂr convena-
ble 35, 36, 37, 37', 36° et 35°, VS étant le niveau de tengiun i
continue en sortie de 1'amplificateur de tensdon, les niveaux
de tension disponibles sur les bornes intermédiaires dudit

pont sont (par rapport aux alimentations V'™ et V') e
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20 - v, W - ug), $(g - V) et Z(ug - V). Le choix
des tensions V'* ef V™™ plutBt que des tensions V* et V™ ré-
sﬁlte de la nécessité d’assurer une meilleure répartition des
tensicons drainésource aﬁx grandes amplitddes, 1'&cart de ten-
sion V7t - V™~ étant sensiblement plus important compte tqnu
des tensions grille-source des transistors M0S.
Le pont est du type cempensé en fréquehce, résis-

tif aux basses fréquences et capacitif aux fréguences élevées. .

- L*étage préamplificateur de courant 4 conforme &

I%inventicn est de type push-pull symétrique ce qui permst de

_réduire au minimum la charge capacitive de 1'amplificateur de

tension. L'une de ses branches comporte un trensistor MOS a

“canal n 38 dont la grille est relide au drain & travers un con-

densateur 39 et & 1'entrée de 1'étage 2 traﬁers la.mise en sé-
rie d'une résistance d'entrée 40 et d'une source de tquign
de polarisation 41 découplée par le condensateur 42, La sour-
ce du transistor 38 est relide & la sortie de 1'étage 2 tra-
vers une résistance 43, L'autre branche comportent un tran-
sistor MOS & canal p est constitude de la méme facon que la
branche du méme Stage décrite ci-dessus aver des &léments ré-
férencés comme indiqué précédemment pour ceux de 1°étage am-
plificateﬁr de tension. '

L'étage amplificateﬁr de courant 5 conforme &
1'invention est également de type push—pﬁll symétrique., Cha-
qﬁe branche comporte deux groupes de transisfors #0S dispo-

sés en parallle, chaque groupe se composant de 3 transistors

montés en série., Dans 1'une des branches, un premier groupe

est constitué par les transistors 44, 45 et 46 et un second
groupe par les transistors 47,48 et 49, lesdits transistors
étant des MOS & canal n. Les transistors 46 et 49 ont leurs
grilles interconnectées au point commun & la sortie de 1'étage
préamplificateur et & 1'entrée de 1%étage amplificateur de
courant & tra&ers une source de tension continue de polarisa-
tion 50 découplée par le condensateur 51, leurs sources re-

liges & la sortie de l'étage respectivement 2 travers les ré-
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sistances 52 et 53 et leurs drains reliés au drain du transis.
tor 38 pour alimenter en tension 1'étage préamplificateur de

~courant. Les grilles interconnectées des transistors 44 et 47

d'une part, 45 et 48 d'autre part sont reliées respectlve-
ment aux bornes communes aux résistances 32 et 33 d'une part,
33 et 34 d'autre part sur le pont de répartition des tensions.
Les drains des transistors 44 et 47 sont interconnectés sur
la borne d'alimentation V¥, L'autre branche constituée de la
méme Faéon que la branche du méme étage décrite ci-dessus esf
alimentée & partir de la borne V™ et comporte des transistors
MOS & canal p avec des éléments référencés comme indiqué pré—
cédemment pour ceux de l“étage ampllflcateur de tensxono

Le preampllflcateur de courant se trouve réduit a
une paire de transistors M0S cumplémentéires'gréce,é une dis-
position particﬁliére du montage permettant son alimentation
a partir de 1l'étage final. On remarque en effet que les*gril-
1es des MOS de l'amplificateur de courant étant alimentées 2
partlr des tensions d1v1sées issues du pcnt de repartltlon,

on dispose sur les sources des tensions d1v1sees & basse impé-

.~ dance qui peuvent donc étre utilisées pour alimenter 1'étage

préamplificateur. Cependant une telle configuration présente
quelqﬁes difficultés. Les retards & chaque étage traduits en
terme de déphasage représentent plusieurs dizaines de degres
aux limites fréquentielles supérieures. Une mise en phase ’
rigoureuse entre la tension drain et la tension source des

'tran31stors complementalres 38 et 38" est assurée par les

Téseaux de compensation R.C. formés par les résistances 40
et 40' et par les condensateﬁrs 39 et 39', En effet les ten-
sions di&isées issues dﬁ’pont de répartition subissent ﬁn»
retard dans 1'étage de sortie ; il s'ensuit que le signal
appliqué sur les grilles de la paire de transistors complé-
mentaires. 38 et 38' du préamplificatedr doit &tre retards de
la méme quantité pour la mise en phése dés tensions drain-

source.
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Cette condltlon n'est pas aussi stricte pour
1'étage de sortie pour lequel 1‘attaque a basse impédance to-
lgre les non-lindarités provoquées par 1“annulat10n momenta-
née des tensions draln—source.

L'ampllflcateur de courant est de structure si-
milaire & celle du préampllflcateurn ‘Les résistances 52 §3
52¢ et 53' ont des valeurs plus faibles pour tenir compte de
Ia nature de la charge et des caﬁrants imporfénts qui y cir-
culent, ' _ '

La structdre des étages préamplificateur et am-
plificateur de coﬁrant de type pﬁsh—pull utilisant des pai-
res de composants actifs complémentaires a poﬁr a;antages une
parfaite symétrie de fonctionnement sur les deux alternances
d'ﬁne sindsoide, une attaque & basse impédance de la chérge,
1'impédance de sortie intervenant dans la bande passante,
enfin une consommation qui ne dépend que de la dérivée de’la
tension sur la charge, la consommation & 1'état staticnnaire
(tension flxe en sortie du lentement varisble) étant faible.

La liaison & la charge est effectuéde 2 travers 1le
circuit d'alignement en sortie 6 téglé sur le nlveau_du noir
et la ligne coaxiale 7.

Le clrcu1t d! allgnement en sortie comporte le

~~condensateur de- llalson 54 dont une borne est rellee 2 la sor-

tie de 1'étage amplificateur de courant et dont l'autre borne

~ est reliée a la borne de tension negatlve V_. d'une source de

p3
tension continue de polarisation a travers la diode 55. La

borne commune au condensateur 54 et & 1%anode de la diode 55
est connectée 3 1'entrée de la ligne coax1ale 7. Cette liai-
son étant nécessairement non adaptée est equ1valente a la
self—lnductance 52 en série avec une résistance d'amortisse-
ment 57 insérée dans la ligne. La sortie de ladite ligne est
rellee au condensateur 8 représentant 1a composante capaciti-
ve de la charge & travers la résistance 58 équ1valente a
1I'ensemble des termes de perte (composante résistive de la

charge).
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Les caractérlsthues de l'ampllflcateur vidéo qui

vxent d'étre décrit sont les suivantes avec seulement trois
transistors montés en série dans chaque branche de 1‘étage fi-
nal amplificateur de courant s

excursion de tension en sortie : 140 V

gain global : - 200

charge cépacitive é 250 pF -

bande passante s 15 MHz

courant dans la charge proporticnnel 2 la fréquence et au
ni&eau de tension, .
énergie dissipée au niveau de la charge uniquement due aux
éléments para31tes (ohmlques) de la charge et de la liaison
& la charge 5 elle représente une valeur faible par rapport

- lvénergle stockée ;

quadrature du courant et de la tension dans la charge ¢ en
conséquence les éléments actifs de 1tamplificateur "Jblent"
la tension maximale (tension d'alimentation moins tension
de sortie) en méme temps que le courant maximal et donc dis-
sipent des énergies instantandes importantes.

Le dispositif peut convenir 2 des charges plus

€levées (500 & 700 pF) et & un domaine frequentlel plus éten-
du (20 2 30 MHz) moyennant quelques aménagements s

L'extension du domaine fréquentiel est 1ié 3 une améliora-
tion de l'appéirage de certains des composants actifs et 2
une compensation soignée des déphasages notamment dans le
pont de répartition. Un deuxizme pont équilibré avec 1'éta-
ge final peﬁt &tre nécessaire.

L'augmentatlcn de la charge signifie, corrélatlvement avec
1extension du doma1ne fréquentiel, une augmentation de la
puissance de 1'étage final. Bien que les composants dlSpO—
nibles actuellement ne permettent pas directement d'augmen-
ter cette puissance, la mise en parallzle de plusieurs am-
plificateurs de courant permet de disposer de la pu1ssance
nécesséire,_la sommation des courants étanf effectude dans

la charge.
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D'autre part la mise eﬁ oeuQre des "puces" assem-
blées dans ﬁne strﬁctﬁre spécialement étudiée saﬁs 1a forme
d'un circuit ihtégré offre des possibilités pénticuliéremeni
intéressantes ; ‘

- Aﬁgmentation des tenues en tension 5 "puces"” dispenibles en
200 volts et ayant la méme rapldlté gue les "puces® de v
90 volts,

- Augmentaticn de la capacité de dissipation en puissance,
celle-ci dependant ‘directement de la résistance thermlque
substrat/dissipatéur, donc du bottier.

- Réduction des capacités et self-inductances de ééblege
gréce & la simplificaticn des connexions dont un nombre im-
portant va de "puce™ & “puce®. ,

~ On peut donc attendre de ces aménagements une
amélioration sensible dﬁ colt de fabrication de série, de la
fiébilité ainsi que de meilleures performances aux fréiéeﬁces

élevées,
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REVENDICATIONS :

1. Amplificateur vidéofréquence appliquant 2 ung>char—

ge capacitive (8) un signal de sortie vidéo de grande amplitude
obtenu & partir d'une source vidéo suivie d'étages préaﬁplifica—
teur (2) et amplificateur (3) de tension, préamplificateur (4)
et amplificateﬁr (5) de courant, caractérisé en ce que ledit
étage amplificateur de tension de structure symétrique et cons-
titué d'ﬁnvpremier,étage et d'un deuxitdme étage a contre-rdac-
tion de courant montés en opposition comporte dans chacun des-
dits premier et deuxitme étages des composants actifs (24,25,
26) complémentaires de ceux (24',25',26') de 1'autre étage et
assemblés en série pour perméttre le fonctionnement sous les
tensions élevées imposéeé par l'amplitude dudit signal vidéo de
sortie, lesdits étages préamplificateur et amplificateur de

courant étant de type push-pull symétrique et 1'étage amplifi-

- cateur comportant également dans chacune de ses branches un

assemblage de structure série de composants actifs (44 a 49)
complémentaires de ceux (44' 3 49') de 1'autre branche, lesdits
assemblages de composants actifs étant alimentés par une pre-
migre source de tension continﬁe (V+, V'),'la sortie dudit éta-
ge amplificateur de tension et 1l'entrée dudit étage préamplifi-
cateur de courant étant interconnectées sur la prise médiane
d'un pont de répartition de tensions symétrique (31), compensé
en fréquence et alimenté par'uhe seconde source de tension
continue (V**, V™7), les prises réparties sur ledit pont étant
relides 3 des électrodes de commande dés composants actifs du-
dit étage amplificateur de courant de faéon a assurer 1'équili-
brage des tensions entre chacun desdits composants actifs, le-
dit étage préamplificateur de courant étant alimenté par deux
potentiels pris en deux points intermédiaires symétriqdes sur le
trajet du courant circulant dans les branches de 1'étage ampli-
ficateur de courant. ' o
2. Amplificateur vidéo selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que lesdits composants éctifs_sont des tran-
sistors MOS de type MOSFET & canal de type de conduction n et
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p fonctionnant selon le mode dit & appauvrissement, les élec-
trodes de commande, d'entrée et de sortie desdits composants
actifs étant respecti&ement les grilles, les éoﬁrces et les
drains desdits transistors MOS.

3. Amplificateﬂr vidéo selon les revendications 1 et
2, caractérisé en ce que chacun desdits premier et deuxieme éta-
ges & contre-réaction de courant comporte & partir dfun circuit
interm?diaire d'alignement (19,209\/p2 ou 19',20“,V'h2) é un éta-
ge suiveur constitué par un transistor MOS (21 ou 21°) dont la
grille est couplée par une premidre résistance d'entrée (22 ou
22') audit circuit intermédiaire d'alignement, dont le érain

est relié & l'une des bornes de la seconde source de tension -:

continue (V7 ou V77) et dont la source est reliée & une borne

d'une deuxidme résistance de couplage d'entrée (23 ou 23') 5 un

assemblage en série de trois transistors MOS (2&,25,26 ou 24%,25%,
26') complémentaires du transistor dudit étage suiveur, la grille
du premier transistor (24 ou 24') étant reliée & 1'autre borne de

20

25

30

35

la deuxidme résistance de couplage d'entrée (23 ou 23'), les
grilles des premier (24 ou 24'), deuxidme (25 ou 25') et troi-
sitme (26 ou 26') transistors étant interconnectées & travers
unc premidre (27 ou 27') et une deuxigme (28 ou 28') impédance
de réaction, la grille et le drain du troisigme transistor (26
ou 26') étant reliés a travers une troisidme impédance de réac-
tion (29 ou 29'), la source du premier transistor (24 ou 24')
étant relide a 1'une des bornes de la premigre source de tension
continue (V¥ ou V™) & travers une impédance (30 ou 30') assurant
la stabilité du point de fonctibnnement et la compensation du
gain aux fréquences élevées et le drain du troisiéme transistor
(26 ou 26') étant relié & ladite sortie de 1'étage amplificateﬁr

de tension.

s 4, Amplificateur vidéo selon les re\-lendications let

2, caractérisé en ce que chaque branche dudit étage préamplifi-
cateur de courant comporte un transistor MOS (38 ou 38') dont la
grille est relige au drain & travers un condensateur (39 ou 39')

et a l'entrée de 1'étage préamplificateur de courant & travers la .
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mise en série d'une résistance d'entrée (40 ou 40') formant

avec ledit condensateur un réseau de compensation aux fré-
quences éle\-/ées et d'une premigre source de tension de polari-
sation (41 ou 41'), la source dudit transistor étant relide 2

la borne d'interconnexion de la sortie dudit étage préamplifi-
cateur de courant et de 1'entrée dudit étage amplificateur de
courant & travers une premiére résistance de sortie (43 ou 43'),
chaque branche dudit étagé amplificateur de courant comportant
deux groupes de transistors MOS montés en parallele, chaque
groupe se composant de trois transistors assemblés en série
(44,45 ,46 et 47,48,49 ou 44,457 ,46" et 47°;487,49%), les gril-
les des deux premiers transistors correspondants de chgque groupe

S

étant relides & ladite borne d'interconnexion & travers une deu-~
xiéme source de polarisation (50 ou 50')7 1'une et liautre
sources desdits premiers transistors étant relides & la sortie
de 1'étage amplificateur de courant, respectivement & travers
une troisitme (52 ou 52') et une quatridme (53 ou 53') résis-
tances de sortie, les drains desdits premiers transistors

(46 et 49 ou 46" et 49') étant relids au drain dudit transistor
(38 ou 38') de 1'étage préamplificateur de courant, les grilles
des deuxitmes (45 et 48 ou 45" et 48') et troisidmes (44 et 47
ou 44' et 47') transistors correspondants de chaque groupe étant
reliées respectivement aux prises qui leurs correspondent sur

le pont de répartition de tension (31), les drains desdits .
troisidmes transistors (44 et 47 ou 44% et 47') étant intercon-
nectés sur 1l'une des bornes de la premitdre source de tension

continue (V¥ ou V7).



2536224

T==""
— -1 .\ “
! T
H - |
| ;Nm. l—.fmﬂwm
3 .m.,
i
N2
_m LY .8\@ mr_.):wm
! ! amn
e | T 1
Pt r ﬁﬂWJ i ] e
, .ﬁ/ wmm> I ] ____ . “
I i
—] i
50 ) “ ‘._,a m n
S . rpeefo ! § —a a‘ !
i “ m 1 !
1 "1l , m
_ ; =
3 § g
o i3 s ]
p g |
] F.II.HB..IIN-I.'I.'L mVﬂ FM
i : |
| “ “ x@.w“
, _ |
m | €€ mm:
| Lod L
m Tm sgf !
. , i
} 1 |
.mjm , CRETLE




